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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alur pemanasan 

terhadap srtuktur kristal bahan semikonduktor Pb(Se0,6Te0,4) hasil preparasi 
dengan teknik Bridgman. Penelitian ini juga mempelajari morfologi permukaan 
serta komposisi bahan semikonduktor Pb(Se0,6Te0,4) hasil preparasi dengan teknik 
Bridgman. 

Proses penumbuhan kristal menggunakan teknik Bridgman dilakukan 
dengan memanaskan bahan Pb, Se, dan Te pada suhu tertentu dan perbandingan 
molnya adalah 1 : 0,6 : 0,4. Dalam penelitian ini, proses penumbuhan kristal 
bahan semikonduktor Pb(Se0,6Te0,4) dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu alur 
pemanasan pada temperatur 500°C dan alur pemanasan pada temperatur 600°C. 
Kristal hasil preparasi dengan teknik Bridgman kemudian  dikarakterisasi 
menggunakan X-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy, dan Energy 
Dispersive Analysis X-Ray. 

Hasil karakterisasi XRD yang berupa difraktogram menunjukkan bahwa 
kristal bahan semikonduktor Pb(Se0,6Te0,4) yang terbentuk merupakan polikristal 
dengan struktur kristal kubik dan nilai parameter kisi untuk alur pemanasan 1 
adalah 6,142Å sedangkan nilai parameter kisi untuk alur pemanasan 2 adalah 
6,157Å. Jika ditinjau dari difraksi dan intensitas relatifnya, pada alur pemanasan 2 
struktur kristalnya lebih baik dibandingkan dengan alur pemanasan 1. Hasil 
karakterisasi SEM, memperlihatkan bahwa kristal bahan semikonduktor 
Pb(Se0,6Te0,4) yang terbentuk cukup homogen dan hasil karakterisasi EDAX 
diperoleh perbandingan mol Pb, Se, dan Te adalah 1 : 0,61 : 0,77. 

Kata kunci : Struktur Kristal, Alur Pemanasan, Teknik Bridgman, Karakterisasi 
(XRD, SEM, dan EDAX) 
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THE EFFECT OF THE HEATING SEQUENCE OF THE CHARACTER 

Pb(Se0,6Te0,4) SEMICONDUCTOR MATERIAL PREPARATION  

RESULTS BY BRIDGMAN TECHNIQUE 

 

By 

Dwi Nova Siti Handayani 

NIM. 08306144007 

ABSTRACT 

The aim of the research to know the effect of the heating sequence of the 
crystal structure Pb(Se0,6Te0,4) semiconductor material which resulted by the 
Bridgman technique. And to know the surface morphology and the composition of 
the Pb(Se0,6Te0,4) semiconductor material resulted with the Bridgman technique.  

The process of crystal growth using the Bridgman technique performed by 
heating the material Pb, Se, and Te at specific temperature and mole ratio is 1: 
0.6: 0.4. In this study, the process of growing crystals of semiconductor material 
Pb(Se0,6Te0,4) performed at high temperature, the heating sequence at temperature 
of 500 °C and the heating sequence at temperature of 600 °C. The crystal was 
characterized by X-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy, and Energy 
Dispersive Analysis X-Ray. 

XRD characterization show that from difractogram, we know the structure 
of  Pb(Se0,6Te0,4) semiconductor material is polycrystalline cubic. Lattice 
parameter values for the heating sequence 1 is 6.142 Å while the lattice parameter 
values for the heating sequence 2 is 6.157 Å. If viewed from the diffraction and 
relative intensity, crystal structure from the heating sequence 2  is better than the 
heating sequence 1. From the SEM characterization, we know Pb(Se0,6Te0,4) 
crystal semiconductor are homogenous. And EDAX characterization show the 
composition of each element with a mole ratio of Pb, Se, and Te is 1: 0.61: 0.77.  

Key words: Crystal Structure, Heating Sequence, Bridgman technique, 
characterization (XRD, SEM and EDAX) 
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